Inhaltsverzeichnis

Einleitung ...

1. Fcrmuherung des Charge Sheet Modells
1.1. Einleitung ...

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Ausgangspunkt der Analyse
Charge-Sheet-Ansatz...
Modellierung der Oberﬂachenpotennale

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.45.

Pmsson-GIemhung.................._...........,........,..................,......,....‘...........
Verarmung am hinteren Interface................c.ccccoeeevcviiiiciiiiniiiniiiennnn. 16
Akkumulation am hinteren Interface ............ooovveeivieeeeeee e

Unvollstindige Verarmung ...............coocoviiiiniiiiioninenen

Diskussion...

Inversionsladung....

Kapazitit der MISIM-Struktur...
1.6.1.

1.6.2.

Modellgleichungen......

DS KU SION . .. oottt e et
.34

Drainstrom...

Niherungen ﬁ:r sp&zmlle Arbeltsberelche des Transistors ..
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

SChWACHE INVEISION .......ovivisstceeeeesieeseeseeses i e s s s seseessessinesesanssesssans

Starke INVEISION ...........ooiiiiiiiiiiicii et
.42

.42

Volumeninversion..............

1.9. Zusammenfassung......
2. Modellverifikation.....................

2.1.
2.2

2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

Einleitung
Quantitative Prazisierung des SOI CMOS-Prozesses.................ccoooiiiiiien

SChICHEAICKEN ..ot e s
.46

....46
.47
.48
49

22.1

222
223.

224
2.25.

ZusammenfassUNZ . ...

Dotierstoffkonzentrationen ...
Flachbandspannungen ... : -
Arbeitsbereich des SOI MOS-T ransistors..

ProzefBspezifikation der SOl MOSFETs.................
Spannungsabfall iiber dem Substrat ...
Vollstandige Verarmung ...........c..oovuiiiiiiiiiiiiiiiics i
Einflufl von Akkumulationsladungen
Charge-Sheet-INARETUNE.............oouiiiiiii i

i B

.............................................................................................................

22

.24
e 26
.30
.31
ORI} |

33

w37

37
40

44
45
46

53
60
63
65



vi

3. Modellerweiterungen fiir die Schaltungssimulation .....

. .....66
3.1. Einleitung ...............cooooeivinnn vreenn.-.06
3.2. Beweglichkeitsreduktion......... rrn.. 06
3.3. Kanallingenmodulation................. e 10
3.4. Intrinsische KapPazitAten ..............c.ocoovviiiriuieeieieii et svensnsss e eaes 19
3.4.1. THOGENZEDIEE .......ooooovvvvvvooooeoeeoeeveeeeee oo eenense s nnn: 16
3.4.2 Sittigung....... N
3.4.3. Diskussion..........cccocoovviimiirieniieieeieeien e 18
3.5. Extrinsische Elemente............. w81
3.5.1. Parasitire Kapazitdten ..............coccooocieiinninnns .....82
3.5.2. Bahnwiderstinde ........... .83
3.6. Floating-Body-Effekte ... ceere.. B34
3.6.1. Kinkeffekt .. e85
3.6.2. Drain-Source- Durchbruch . .87
3.7. Hochtemperaturmodell..................ocoiiiiiiii i 91
3.8 Zusammenfassung.... . ettt ene e nae e, 9O
4. Anwendungen in der Analog- und Dlgltal-Schahungstechmk ............................................... 97
4.1. Einleitung ... - 97
4.2, Bauelemente- und Modellparameter...............cccooooiiiiiiiiiic e T .97
4.3, CMOS-INVEITET. ...ttt ettt 104
4.3.1. Design-Uberlegungen ... 104
4.3.2. Wirkungsweise des Drain-Durchbruchs.......................oocooiiiiiii 106
4.3.3. Dynamisches Verhalten................................... 109
4.3.4. Hochtemperaturverhalten..................... e e s .1
4.4, Statische Speicherzelle.................cc..ooviiiienn, U s e .. 113
4.5. CMOS-Operationsverstirker.......... e e 119
4.5.1. Zweistufiger Operationsverstarker ......................cccooooiioiiiiiiiiiiee 119

4.5.2. Einstufiger Operationsverstirker fiir niedrige Betriebs-
SPANMUIZEIL. ... oevieeeies et ee s e e e e ee e e ettt e ettt e e e e s e e e s aba e e aeaeae 123
4.6, ReChenzZeIten. ... 12D
4.7 ZuSamMMENTaSSUNE............ooiiieiiiieieeee et 126
5. Zusammenfassung.... 127
Anhang A: Nurnensche Berechnung der Oberﬂachenpotennale ....128
Anhang B: Simulation der MISIS-/MISIM-Struktur .. 131
Anhang C: Iteratives Verfahren zur Ermittlung des Sattlgungsputentlals .............................. 135
Anhang D: Explizite Beziehungen fiir die intrinsischen Kapazitdten ..... e 137

| I 172 - 1411 TP



	Inhaltsverzeichnis
	[Seite 1]
	[Seite 2]


